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【はじめに】窒化物半導体及びその混晶は、最適成長温度や格子定数が異なるため、組成が

大きく異なる窒化物半導体同士のヘテロ構造を作製することが困難である。我々は、この課

題の解決を目指して、GaNSbの様なSbを含む新規窒化物半導体混晶の作製を進めている。こ

れまでに、H2キャリアガスを用いて作製したGaNSbのGaSbモル分率における各成長パラメー

タ依存性について検討してきた[1]。本報告では複数の測定方法による精度の高いGaSbモル分

率の見積もりと共に、そのGaSbモル分率のキャリアガス依存性の検討を行った。 

【実験・結果】H2とN2をそれぞれキャリアガスとして用いて、MOVPE法により0.2～0.5µmの

GaNSbを成長させた。その際、Sb/V供給比を0.4%に固定し、成長温度を650℃から950℃まで

変化させた。H2キャリアガスを用いて作製したGaNSbの一つについて、RBS法、SIMS法そし

てXRD法を用いてGaSbモル分率を算出した。図1にそれぞれの測定方法の結果を示す。RBS

法とSIMS法では、それぞれ0.82±0.2%と0.9±0.4%を示した。更に、(0002)2 θ/ω XRD法を用い

て、GaNSbが緩和していると仮定して算出すると、GaSbモル分率は0.8%であった。ゆえに、

XRD法により他測定とほぼ同一の値が得られる事が分かり、以下のモル分率算出ではXRD法

を用いた。図2に、GaNSbサンプルのGaSbモル分率のキャリアガス依存性を示す。N2を用いて

750℃で作製すると、これまでで最も高いGaSbモル分率(1.1%)が得られた。高いGaSbモル分率

を実現する為に、N2キャリアガスの使用が重要であると考えられる。 
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図 1 各測定方法から算出された GaSbモル分率の比較 図 2 作製サンプルの GaSbモル分率の比較 
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